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5-й и 6-й курсы
Василий Шампоров
(ВШОПФ – 5-й курс)

Наблюдение фотонного шума в болометрах на холодных электронах
Руководитель: д.ф.-м.н. А.Л. Панкратов

В настоящее время задачи космологии (в частности, исследование реликтового фона Вселенной) выдвигают очень жесткие требования к детекторам, устанавливаемым на телескопы. Болометры на холодных электронах (БХЭ) являются наиболее перспективными сверхпроводниковыми детекторами для космологических приложений, так как обладают всеми качествами, необходимыми для выполнения поставленных задач, в частности, высокой чувствительностью к терагерцовому излучению и устойчивостью к воздействию космических лучей. Цель работы - экспериментальная демонстрация предельной чувствительности болометров на холодных электронах, т.е. чувствительности к фотонному шуму шума (дробовому шуму, появляющегося из-за дискретной природы фотонов). Результаты измерений показывают, что чувствительность приемника на БХЭ настолько высока, что вклад фотонного становится существенным и наблюдаемым, то есть болометры на холодных электронах обладают чувствительностью , близкой к предельной.
Антон Яблоков
(ВШОПФ – 6-й курс)

Исследование динамики термолиза органических соединений с помощью терагерцевой спектроскопии высокого разрешения
Руководитель: к.ф.-м.н. В.Л. Вакс
Метод ТГц спектроскопии высокого разрешения позволяют проводить анализ состава многокомпонентных газовых смесей в режиме реального времени. В настоящее время актуальны задачи исследования термолиза веществ, состоящих из многоатомных органических молекул. Для их решения была проведена адаптация ТГц спектрометра для проведения исследований процессов термолиза твёрдых веществ. разработаны реакционный и измерительный объёмы с системой нагрева и контроля температуры до 400°С. Измерения динамики состава характерных продуктов термолиза NH4NO3, особенности термолиза которого хорошо известны, при постоянной температуре около 150°C позволили определить продолжительность выхода HNO3 и NH3. Предложенный метод также позволяет исследовать состав твёрдых и жидких образцов, в т. ч. биологических тканей и жидкостей, и изучать динамику их разложения.
Никита Смирнов
(ФФ – 6-й курс)

Структурные изменения плёнок на основе Co под действием ионного пучка Ga+
Руководитель: к.ф.-м.н. С.А. Гусев
Управлять структурными, а как следствие, магнитными параметрами тонкопленочных структур можно технологически в процессе их получения. Существует альтернативный метод, дающий дополнительную степень свободы. Облучение с низкими дозами позволяет локально управлять структурными, а как следствие, магнитными свойствами тонкопленочных структур в более широком диапазоне. В ходе работы экспериментально изучено влияние облучения плёнок на основе Co ионами Ga+ с различными дозами.
Дарья Цирулева
(НГТУ – 6-й курс)

Формирование высококачественных Ge слоев на Si подложках и их селективное легирование донорными примесями
Руководитель: к.ф.-м.н. Д.В. Юрасов
Ge является перспективным материалом для улучшения характеристик различных микроэлектронных компонентов. Для интеграции приборов на основе Ge с кремниевой технологией необходимо получение на  Si(001) подложках относительно тонких слоев  Ge с низкой плотностью дефектов и малой шероховатостью поверхности. А создание лазеров ближнего ИК диапазона на основе квазипрямозонного Ge требует формирования на Si растянутых слоев Ge с высокой концентрацией электронов. Но эффект сегрегации донорных примесей осложняет формирование легированных Ge слоев n-типа. 

В представленной работе слои Ge были выращены методом двухстадийного роста на установке МПЭ “Riber Siva-21”, и за счёт вариации условий отжига достигнуты параметры, находящиеся на уровне лучших мировых достижений. Качество Ge/Si(001) структур исследовано с помощью рентгеновской дифракции, селективного травления дефектов и АСМ. Контроль распределения примесей осуществлялся с помощью ВИМС.

За счёт изучения эффекта сегрегации доноров был разработан оригинальный метод селективного легирования Ge, основанный на резкой зависимости коэффициента сегрегации от температуры.
Екатерина Худякова
(РФФ – 6-й курс)

Исследование процессов экситонной фотолюминесценции и поглощения света в гетероструктурах с квантовыми ямами GaAs/AlGaAs
Руководитель: к.ф.-м.н. Д.М. Гапонова

Работа посвящена изучению процессов низкотемпературной фотолюминесценции (ФЛ) в гетероструктурах на основе AlGaAs с туннельно-несвязанными квантовыми ямами (КЯ). Исследовались низкоразмерные гетероструктуры GaAs/AlGaAs с тремя КЯ различной ширины, выращенные двумя методами: металлорганической газофазной эпитаксией (МОГФЭ) и молекулярно-пучковой эпитаксией (МПЭ). Проведён анализ и сравнение спектров ФЛ и спектров возбуждения фотолюминесценции (ВФЛ). Выполнен расчёт коэффициента поглощения для средней по ширине КЯ. Были оценены значения энергии возможных экситонных переходов в КЯ, полученные значения поставлены в соответствие с особенностями спектров ФЛ и ВФЛ. В спектрах ФЛ для структур, выращенных методом МОГФЭ, наблюдалось изменение положения пиков линии спектра и их интенсивности. Выявленный эффект не наблюдался в структурах на МПЭ, и его наличие можно связать с изменением встроенного электрического поля в гетероструктурах на МОГФЭ.
Михаил Фадеев
(ВШОПФ – 6-й курс)
Волноводные структуры на основе твердых растворов HgCdTe для лазеров среднего и дальнего инфракрасного диапазонов
Руководитель: к.ф.-м.н. С.В. Морозов
Целью данной работы является создание и исследование лазеров на основе HgCdTe структур на GaAs подложках, генерирующих в области среднего и дальнего инфракрасного диапазона.

Проведены исследования структур на основе узкозонных твердых растворов Hg1-xCdxTe, в рамках которых удалось обнаружить эффективную межзонную фотолюминесценцию вплоть до 26 мкм. Исследования при импульсном возбуждении показали, что время релаксации в структурах с КЯ увеличивается с ростом интенсивности накачки и достигает 5 мкс. Получено стимулированное излучение в лазерных структурах с квантовыми ямами вплоть до рекордной длины волны 9.5 мкм, а также стимулированное излучение на примесных переходах. На основе пленок Hg1-xCdxTe с КЯ был рассчитан дизайн волноводных структур, обеспечивающих локализацию TE моды около активного слоя при длинах волн 10 - 30 мкм. Таким образом, был показан потенциал гетероструктур на основе Hg1-xCdxTe для создания длинноволновых лазеров. Кроме того было выявлено негативное влияние сильного легирования волноводных структур вакансиями ртути на время жизни носителей и возможность получения стимулированного излучения.
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